PROCESSO DE SPUTTERING
FONTES DE SPUTTERING
Fonte planar cilindrica operada com corrente continua

Alvo de Ni. Tipicas condicdes de deposicdo: separacdo catodo — substrato 4,5 cm; tensdo no catodo 3000V,
pressdo 75 mTorr (10 Pa); densidade de corrente 1 mA/cm?®; taxa de deposicdo 36 nm/min.
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Fig. I. Schematic representation @f the plasma in planar diode sputtering.
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Fontes que operam com campos elétricos e magnéticos combinados.
As trajetorias dos elétrons no campo cruzade E x B s3o esquematizadas na figura.
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Fig. 4. Electron motion in static electric and magnetic felds,
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Magnetron planar

Uma fonte cilindrica e outra retangular exemplificam magnetrons planares. Imés permanentes de alto campo
compéem o curcuito magnético da fonte
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Fig. 2. Circular and rectangular planar magnetron sputtering sources. Curved lines rep-
resent magnetic field lines.
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Um circuito de plasma de alta intensidade € localizado na regido proxima ao alvo onde existe um campe
magnético mais intenso.

Como é de se esperar, existe maior erosdo do alvo nas regides onde z densidade idnica do plasma é maior.
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Fonte $-Gun

Segao de corte detathada de uma fonte S-Gun e corte esquemdtico da fonte mostrando a secio do anel de

plasma.
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Fig. I. Cross-section view of the 12.53 em 5-Gun {courtesy Varian Associates).
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Fig. 3. Cross-section view of the 12.5 om §-Gun electrodes with B field and plasma ring,
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Magnetron Cilindrico
Devido a distribuicdo radial da deposicdo do filme, um grande numerc de pequenos objetos colocados no
porta substrato podem ser recobertos simultaneamente,
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O campo magnético ¢ gerado por um solenoide interior ao alvo.
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FATORES QUE INFLUENCIAM A TAXA DE @EP@SE@&Q
i. Tensdo do alvo
Para tensdes abaixo de 5 kV, tipicamente, a faxa de deposicdo cresce monotonicamente com a tens3o.
(Exemplifiacado agui para Ar como gas de sputtering).
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Flg. 31 Deposttion rate of tantalum 8lme ve. vollage 2t constant current.
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FATORES QUE INFLUENCIAM A TAXA DE DEPOSICAO

2. Pressdo do Gas.
Para pressbes de argénio no inervalo de dezenas de mTorr, 2 taxa de deposicdo e a corrente no plasma
dependem linearmente da press3o.
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Fig. 12 Deposition rate of molybdenurm vs,
pressure.
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3. Dependéncia na temperatura do substrate
A taxa de deposicdo, para uma mesma tensdo de polarizagio do substrato, é fortemente influenciada pela
temperatura do substrato.
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Fig., 14 Deposition rate vs. temperature

for molybdenum flms at several substrate
hlases.
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4. impurezas na fase gasosa
Mecanismos distintos respondem, conforme o gés de impureza, pela a reducio da taxa de deposicao.
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Fig. 13 Effect of H;, He, and O on deposi-
tion rate of 8i0..

= Parte da corrente de sputtering € gasta na ionizacdo de H, e He que n3o contribuem para sputfering
{baixisismos yields].

» Considere-se, separadamente, taxas de ejec3o do alvo de oxigénio, Ry e de Si, Ry Como oxigénio é
ejetado preferencialmente ao Si, By > Ry Com o aumento da pressdo parcial de O3 aumenta a
reposicdo de oxigénio no alvo, aumentando sinda mais a2 diferenca entre Ry e Ry, e, consequentemente,
a reducdo da taxa de deposicdo.




